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１．概要１．概要１．概要１．概要    

ＥＦ３０６ＫＦ－１４４Ｒ３は、ＥＦＰ－Ⅰ本体に装着して使用するＥＦＰ－Ⅰ本体専用パラレル書込み 

ユニットです。 

ＥＦ３０６ＫＦ－１４４Ｒ３を使用することにより、三菱電機製Ｍ１６Ｃ／６Ｋグループのフラッシュ 

メモリ内蔵ＭＣＵへの書込み、読出しができます。 

  またＥＦ３０６ＫＦ－１４４Ｒ３には１４４ピン０．４ｍｍピッチＬＱＦＰ（１４４ＰＦＢ－Ａ）用 

ＩＣソケットを実装しています。 

 図１．１にＥＦ３０６ＫＦ－１４４Ｒ３の外形図を示します。 

 

 

 

     図１．１ ＥＦ３０６ＫＦ－１４４Ｒ３外形図 

 

 

            ２．ＭＣＵの挿入方向２．ＭＣＵの挿入方向２．ＭＣＵの挿入方向２．ＭＣＵの挿入方向    

ＭＣＵを挿入するときは、ＥＦ３０６ＫＦ－１４４Ｒ３のＩＣソケットの１番ピンとＭＣＵの１番ピンを 

合わせて挿入してください。誤挿入はＭＣＵに致命的な破損を引き起こしますので、十分ご注意ください。 

     図２．１にＭＣＵの挿入方向を示します。 

 

 
     図２．１ ＭＣＵの挿入方向 
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            ３．対応ＭＣＵ一覧３．対応ＭＣＵ一覧３．対応ＭＣＵ一覧３．対応ＭＣＵ一覧    

     表３．１にＥＦ３０６ＫＦ－１４４Ｒ３の対応ＭＣＵ一覧表を示します。 

 

     表３．１ ＥＦ３０６ＫＦ－１４４Ｒ３対応ＭＣＵ一覧表 

MCU ﾀｲﾌﾟ ﾒﾓﾘﾀｲﾌﾟ 対応 MCU 名称 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑﾒﾓﾘｴﾘｱ SW 

M306KxF8L(BOOT) FE000h～FFFFFh BOOT 

M306KxF8L(NORMAL) 

ﾌﾗｯｼｭﾒﾓﾘ M306K5F8LRP 

E8000h～F5FFFh 

FE000h～FFFFFh 

NORMAL 

［備 考］ 

   EF306KF-144R3 を使用する場合、下記の環境にてご使用ください。 

   <EFP-I 本体> 

    Monitor     Version   ：Ver.3.00.41 以上 

   <ｺﾝﾄﾛｰﾙｿﾌﾄｳｪｱ> 

    WinEFP       Version   ：Ver.1.20.21 以上 

    EFPMCU32.TBL Version   ：Ver.3.02.17 以上 

 

 

            ４．ＭＣＵユニットの清掃４．ＭＣＵユニットの清掃４．ＭＣＵユニットの清掃４．ＭＣＵユニットの清掃    

     ＭＣＵユニット上のＩＣソケットの接触不良を防止するために使用回数に応じて、定期的にＩＣソケット 

内の接触ピンをブラシ等で清掃ください。 

 

 

            ５．ＳＷ１の設定５．ＳＷ１の設定５．ＳＷ１の設定５．ＳＷ１の設定    

     ＥＦ３０６ＫＦ－１４４Ｒ３のＳＷ１を設定することにより、ＭＣＵ内蔵フラッシュメモリ内のＢＯＯＴ 

領域およびＮＯＲＭＡＬ領域への書込みおよび読み出しが行えます。 

 各領域を使用する際のＳＷ１の設定方法を以下に示します。 

 

     １）ＢＯＯＴ領域の設定 

       ＥＦ３０６ＫＦ－１４４Ｒ３のＳＷ１をＢＯＯＴ側に設定しＷｉｎＥＦＰのＥｎｖｉｒｏｎｍｅｎｔ 

      Ｓｅｔｔｉｎｇダイアログ内のＤｅｖｉｃｅ Ｔｙｐｅパラメータを“Ｍ３０６ＫｘＦ８Ｌ 

（ＢＯＯＴ）“に設定します。 

 

     ２）ＮＯＲＭＡＬ領域の設定 

       ＥＦ３０６ＫＦ－１４４Ｒ３のＳＷ１をＮＯＲＭＡＬ側に設定しＷｉｎＥＦＰのＥｎｖｉｒｏｎ 

      ｍｅｎｔ Ｓｅｔｔｉｎｇダイアログ内のＤｅｖｉｃｅ Ｔｙｐｅパラメータを“Ｍ３０６ＫｘＦ８Ｌ 

      （ＮＯＲＭＡＬ）“に設定します。 

 

     ※ＥＦＰ－Ⅰ本体のＤｅｖｉｃｅ ＬＥＤ（赤）が点灯している時はＳＷ１の設定を行わないでください。 
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            ６．Ｅｒａｓｅ（イレーズ）６．Ｅｒａｓｅ（イレーズ）６．Ｅｒａｓｅ（イレーズ）６．Ｅｒａｓｅ（イレーズ）    

     イレーズコマンド内のイレーズタイプパラメータでブロック消去および、全ブロックの一括消去が行え 

    ます。イレーズコマンドのパラメータ入力ダイアログを図６．１に示します。 

 

 
    図６．１ イレーズコマンドパラメータ入力ダイアログ 

 

     １）Ｅｒａｓｅ Ｔｙｐｅ（イレーズタイプ） 

       イレーズタイプパラメータ表示領域右側のドロップダウンリスト（下矢印をマウスでクリックすると 

      表示）内にはＡｌｌ Ｅｒａｓｅおよび各ブロックのアドレス領域（xxxxxxh～xxxxxxh）が表示されま 

      すので消去形式を選択してください。 

     ２）ＯＫボタン 

       イレーズコマンドを実行します。 

     ３）Ｃａｎｃｅｌボタン 

       コマンドを中止します。 

 

 

            ７．デバイスコマンドでのパラメータ入力７．デバイスコマンドでのパラメータ入力７．デバイスコマンドでのパラメータ入力７．デバイスコマンドでのパラメータ入力    

     本ＭＣＵユニットで使用するＭＣＵはデータの書込み、読み出しをＷＯＲＤ単位で行います。 

     各コマンドのＳｔａｒｔ Ａｄｄｒｅｓｓには偶数、Ｅｎｄ Ａｄｄｒｅｓｓには奇数アドレスを入力し 

    てください。 

     またＳｔａｒｔ、Ｅｎｄ ＡｄｄｒｅｓｓにＷＯＲＤ単位以外のアドレスを入力した場合は、パラメータ 

エラーが発生しコマンドを中止します。 

 

 

            ８．ＥＦＰ－Ⅰ内蔵ＲＡＭの自動オフセットアドレス８．ＥＦＰ－Ⅰ内蔵ＲＡＭの自動オフセットアドレス８．ＥＦＰ－Ⅰ内蔵ＲＡＭの自動オフセットアドレス８．ＥＦＰ－Ⅰ内蔵ＲＡＭの自動オフセットアドレス    

     ＥＦＰ－Ⅰ本体には５１２ＫバイトのユーザーバッファＲＡＭを内蔵しています。通常ＥＦＰ－Ⅰ本体は 

バッファＲＡＭの使用可能領域を０ｈ～７ＦＦＦＦｈに割り当てますが、本ＭＣＵユニットを使用する場合 

は自動で８００００ｈのＲＡＭオフセットが設定されバッファＲＡＭの使用可能領域を８００００ｈ～ 

ＦＦＦＦＦｈに割り当てています。 

 

※ＷｉｎＥＦＰウィンドウメニュー内の［Ｅｄｉｔ］内のコマンドは、８００００ｈ～ＦＦＦＦＦｈの 

      領域を設定してください。 

      自動オフセット設定のため、０ｈ～７ＦＦＦＦｈの領域は使用できません。 

     ※ダウンロード、アップロードコマンド等のＯｆｆｓｅｔ Ａｄｄｒｅｓｓパラメータに表示値を入力 

すると、“入力値 ＋ 自動オフセット値（８００００ｈ）”の値がバッファＲＡＭに対するオフセット値 

となります。 

    ※バッファＲＡＭのオフセットに関する説明はＥＦＰ－Ⅰコントロールソフトウェア ＷｉｎＥＦＰ取扱 

      説明書の“５．１ オフセットアドレスの考え方”に記載されています。 

 



（4/4） 

 

            ９．ＮＯＲＭＡＬ領域使用時のパラメータ入力９．ＮＯＲＭＡＬ領域使用時のパラメータ入力９．ＮＯＲＭＡＬ領域使用時のパラメータ入力９．ＮＯＲＭＡＬ領域使用時のパラメータ入力    

     ＮＯＲＭＡＬ領域への書込みおよび読み出しを行う場合のパラメータ入力方法を図９．１に示します。 

 

  

NORMAL 領域構成 

   

  

1st NORMAL 領域 

 

  ① 

 

 未使用領域  

  

2nd NORMAL 領域 

 

    ② 

 

 
 
 
 
  ③ 

1st NORMAL 領域にﾃﾞﾊﾞｲｽｺﾏﾝﾄﾞを実行する場合 

 ①の領域を指定してｺﾏﾝﾄﾞを実行 

 

2nd NORMAL 領域にﾃﾞﾊﾞｲｽｺﾏﾝﾄﾞを実行する場合 

 ②の領域を指定してｺﾏﾝﾄﾞを実行 

 

1st から 2nd NORMAL 領域にﾃﾞﾊﾞｲｽｺﾏﾝﾄﾞを実行する場合 

 ③の領域を指定してｺﾏﾝﾄﾞを実行 

 

※ﾃﾞﾊﾞｲｽｺﾏﾝﾄﾞの Start､End Address に未使用領域を含むｱﾄﾞﾚｽ(③の領域)を指定してｺﾏﾝﾄﾞを実行 

 した場合は自動で書換え可能な領域(①､②の領域)のみにｺﾏﾝﾄﾞを発行します。 

図９．１ ＮＯＲＭＡＬ領域使用時のパラメータ入力 

 

 


